
2  , 告 0  8 化合物半導体事業の 開発 

鈴木隆 ( 住友電気工業 ) 

当社は創業以来、 自主技術の開発による 新 図 1  半 群体結晶の生産 里 ( 世界 ) 

親軍美の育成を 行い、 本業であ る電線ケープ 
ル 製造技術を核とした 多角化を積極的に 進め tooo-     

S i 

ているけ最近ほ 、 特にオ フト エレクトロニク 生 

ス 分野と新素材の 開発に注 力 している。 
産肋     
  

本日は、 その一例としてオ フト エレクトロニ     
クス の代表的な材料であ る化合物半導体の 事 

  S@ i 
  GaAs 

美化および技術開発について 紹介する。 / l 

年 
  

1. 化合物半導体の 生い立ちと事業機会   

年 

化合物半導体は、 歴史的には新しい 材料と 
はいえないが、 1 980 年前後からようやく 表 1 住友拙工の皿 一 V 半導体小史 

市堵で 脚光を浴びるよ う になってきた。 現在 l9 品 半溥 体操 索 始まる 

正美的レベルで 生産されている 化合物半導体 l ㏄ l Ⅱ -V 元年   半 4 件研究 重 

は 、 GaAs に代表されるⅢ 一 V 族 化合物半導体 
l96% 当社独自 03T-HB 注 

l ㏄ 9 研究部枝子付 お グループ 

( 以下血 一 V 半導体と略す ) で、 1 983 年 1970 化合材 半れ 侍食 寮化 

には世界で年間 1 0 トンの GaAs が生産されて 
Ⅰ 9 アⅠ 日刊二 % 新曲 l0 大新妓 品甘 

1971 な干材料開発 主 拙文 

いる ( 図 1) 0 Ⅰ 975     み 1 回科学技術庁長官な 

1977 甘干林君 車泉部 ・ 半町体 拘禁 臣 

日 軽 化工 車案穣受 

Ⅲ 一 V 半導体は、 1 926 年に Huggins に l978 SG エ % ㏄ 所 

より予測され、 1 952 年に Welker によって 
Ⅰ 979 G 汗 ;As ェビ卸産化 

1980 学 靱侍曲 兵部   伊丹 笘 転 

半導体の特性が 確認された。 以後、 その物性 @%] 半 4 件用兵部独立 

ほ ついて多くの 研究が行われた。 G&hs が持つ 
1982 NSGS+ 画 始まる 

1983 @C 用 繍 転位 GaAs の性能 仮駕 

高い電子移動度と 発光機能の特性を 生かして   1984 半靱体轄桶劫界描 ・ NSG 切所 

ガンダイオード、 発光ダイオード、 半導体 レ 碁盤技術 研 究 部胡鞍 

ーザ。 FET 、 最近では GaAsIC 等が 俺 発され 
た 。 これらデバイスの 開発は 、 材料技術の進 図 2 
歩 によるところが 多大であ る。 住友 市 工のⅢ 一 V 半 寺侍開発 

材料開発のポリシー 
当社は、 1 956 年に半導体材料。 デバ イ   

ス そしてその応用製品の 研究を開始したが、 
材料技術が半導体デバイスの 基盤となると ぃ 仮面 甘 ロコ 皆貝 ・新製品 lnAs ㏄ 臣   
ぅ 思想から、 皿一 V 半導体の材料を 供給する G0ASlE が     

ということに 事業機会を絞り、 事業化のため GoAsicz)   

の 研究開発と市場開拓を 行った。 
GaPlE 刷     

GaP 
InSb 
㏄ A5 R 甘                         

・㏄ @70 '80 
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2. 皿一 V 半導体の開発 ( 表 1 ) 
表 2  G a A s の技術開発 

当社の皿 一 V 半導体の開発は 、 援ね 8 つの 
時期に分けることができる。 
(1 ) 揺 藍知 (,-56 ～， 6 7) 
電子冷却材料、 Ge,Si,GaAs,InSb およびそ 

れらを用いたデバイス、 応用機器まで 幅広く 

研究を行った。 いわば基礎技術の 昔得の時代 
であ る。 この間に、 GaAs の 三 温度 HB 法 ( 図 
3) を開発した。 しかしながら、 テーマの 発 
敵 のため、 半導体の研究は 一旦中止となった。 
(2) 事 美化の基礎作りの 時期 

(, 69 ～， 76) 
研究テーマをⅢ 一 V 半導体材料に 絞り、 資 

源・ ェ ネルギ一の集約を 行い、 再出発した。 
①独自技術、 ②最高品質、 ③安全という 三大 
ポリシー ( 図 2) を掲げ、 技術開発と市 揖開 
拓による 事 美化の基礎作りを 推進した。 折し 
も石油不況に 出合ったが、 補助金を活用して 
技術開発を進め ( 表 3) 、 辛抱籠 性 GaAs 基板 
を開発し、 不況の危機を 脱出することができ 
た。 半 絶縁柱 GaAs は、 マイクロ波素子の FE 
T そして GaAsIC へと発展する 土台になった。 
(3) 事業の拡大期 C, 77 ～ ) 

工 現を伊丹に移転し、 生産の拡大に 努め、 
世界 市劫へ 進出するための 布石を打ってきた   
8 8 年は In ド一ブの無 転位辛抱接 佳 GaAs を開 
発、 84 年には、 完全結晶と全自動化を 目指 
して、 第 2 玉垢を建設した。 

8 。 GaAs 結晶成長技術の 開発 
一玉温度 HB 法一 

HB 法は、 一般に石英ボートを 使用するが、 
この石英と GaAs 敵 液の間に「ぬれ」を 生じる 
と、 結晶 が Si で汚染されるだけでなく、 リネ 

一ジや 多結晶化の発生要因ともなる。 
これを防ぐ目的のために 三 温度 HB 法 ( 参考 
1 ) が開発された。 高品質の GaAs 単結晶を量 
産化できたのは、 この技術開発成果による。 
また、 Si の汚染が少ないことが 半 絶縁性 GaAs 
( 通常クロムと 酸素を ド一ブ することが有効 ) 
を開発する上で 非常に効果的となった。 当社 
の町 一 V 半導体材料の 源流はここにあ る。 
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1 9 67 温温度 HB 注 

1 97 0  シ ー ディンダ技術 

' 1976 。 "  )                                                           

1 975  % 転位 拮品 ( 禅杖 性 ) 

1 978  才 栢エビ タキシャル且座技術 

1 983  無 転位格 品 ( 半袖 綾仕 ) 

図 8  各種のボート 法 
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表 8MITH 補助金研究 ( 化合物半導体 ) 

(7]-7% 
" 化合物半導体のキー・テクノロジ ン 

， ::;;, 笘 
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